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プレゼンター
バルクのトラップにおいてゲートのパルス電圧が立ち下がったときの放出過程の温度依存性を示します。過渡応答は高温になることで時定数が小さくなります。またある時刻ｔ１とｔ２のドレイン電流の差を温度の関数としてプロットすることで、ピークを持ちます。このピークの位置をアレニウスプロットすることで、この傾きから活性化エネルギーを、またｙ切片からは捕獲断面積をしることができます。本研究ではこのように評価を行いました。
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プレゼンター
まずケルビンフォース顕微鏡（KFM）測定を行いました。こちらにサブスレッショルド領域におけるCNTチャネルの電位分布を示します。VDS = -2 Vの場合、ランダムな方向に成長したCNTにも関わらずテラス状の電位分布が得られました。尚、この電位分布はAFM像とは対応しておりません。更に、各テラスの電位はそれぞれ等しいように見えます。チャネルに沿った電位プロファイルをこちらに示します。階段状の電位プロファイルに加えて、S/D電極付近でのチャネル電位とS/D電極の電位がほぼ等しい事が分かります。これは測定デバイスに対する電気伝導において、チャネル抵抗が支配的である事を示唆しております。
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